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1、 多年深耕光刻胶领域，光刻胶国产化的重要力量

1.1、 多年深耕光刻胶领域，国内光刻胶行业的领军企业

之一

瑞红苏州是国内光刻胶行业的领军企业之一，系光刻胶

国产化的重要力量。公 司是一家专注于光刻胶及其配套试剂

研发、生产及销售等业务的高新技术企业，被 认定为“江苏省

专精特新中小企业”。公司成立于 1993 年，已规模生产光刻胶

近 30 年。

股东实力强劲，股东晶瑞电材为国产电子化学品领军企

业。截至 2023 年末，罗 培楠合计控制公司 89.90%的股份，

为公司实际控制人。其中，晶瑞电材直接持有公 司 80.70%股

权，通过全资子公司瑞红锂电池间接控制公司 6.90%的股权，

通过全资 子公司善丰投资间接控制公司 2.30%的股权。

公司核心产品为光刻胶和配套试剂。聚焦于半导体及显

示面板应用领域，产品 技术水平及销售额均处于国内领先地

位，产品主要包括半导体光刻胶、显示面板光 刻胶等，其中

半导体光刻胶包括紫外宽谱光刻胶、g 线光刻胶、i



 线光刻胶、KrF 光 刻胶等，显示面板光刻胶包括触摸屏

光刻胶、TFT-LCD 光刻胶等。

半导体光刻胶是集成电路的核心材料之一，公司半导体

光刻胶产品为紫外宽谱、 i/g 线、KrF 光刻胶。随着高集成度

、超高速、超高频集成电路及元器件的开发，集 成电路与元

器件特征尺寸呈现出越来越精细的趋势，加工尺寸达到百纳米

直至纳米 级，光刻设备和光刻胶产品也为满足超微细电子线

路图形的加工应用而推陈出新。 光刻胶的分辨率直接决定了

特征尺寸的大小，通常而言，曝光波长越短，分辨率越 高，

因此为适应集成电路线宽不断缩小的要求，光刻胶的曝光波长

由紫外宽谱向 g 线（436nm）→i 线（365nm）→KrF（248nm

）→ArF(193nm)→EUV（13.5nm）的方 向转移，并通过分辨

率增强技术不断提升光刻胶的分辨率水平，而紫外宽谱光刻胶 

更多应用于分立器件。

光刻工艺同样也是液晶面板制造的核心工艺，公司显示

面板光刻胶为触摸屏光 刻胶和 TFT-LCD 光刻胶。通过镀膜、

清洗、光刻胶涂覆、曝光、显影、蚀刻等工序， 将掩膜版上

的图形转移到薄膜上，形成与掩膜板对应的几何图形，从而制

得 TFT 电 极与彩色滤光片。显示面板光刻胶主要分为 TFT-

LCD 光刻胶、彩色光刻胶和黑色光 刻胶及触摸屏光刻胶。三

类显示面板光刻胶被应用在显示面板制造过程的不同工序



 中。TFT-LCD 光刻胶用于加工液晶面板前段 Array 制程

中的微细图形电极；彩色光 刻胶和黑色光刻胶用于制造显示

面板中的彩色滤光片；触摸屏光刻胶用于制作触摸 电极。平

板显示器中 TFT-LCD 是市场的主流，彩色滤光片是 TFT-LCD 

实现彩色显 示的关键器件。

光刻胶配套试剂是电子工业中的关键性材料，公司产品

包括多种光刻胶配套试 剂。其质量的好坏直接影响到电子产

品的成品率、电性能及可靠性，也对微电子制 造技术的产业

化有重大影响。因此，电子工业的发展要求光刻胶配套试剂与

之同步 发展，不断地更新换代，以适应其在技术方面不断推

陈出新的需要。光刻胶配套试 剂为不同工艺中配套使用的电

子化学品的统称，其中直接与光刻胶配套使用的化学 材料为

光刻胶配套试剂，主要包括显影液、剥离液、边胶剂和增粘剂

等。

1.2、 业绩：2023 年公司实现营收 2.46 亿元同比增长 

9.10%

公司营业收入为 2.46 亿元，同比增长 9.10%，归母净利

润 2,639.58 万元，同 比减少 22.91%。2023 年受益于我国半导

体材料行业进程提速，公司充分 把握行业发展机遇，积极开

拓市场，营业收入同比增长 9.10%，但受市场环境影响， 原

材料价格波动及费用上涨，导致归母净利润减少。



公司重视光刻胶及其配套试剂产品，营收占比持续增长

。2021 年开始公司逐步 减少锂电池粘结剂业务，并于 2022 年 

6 月 30 日全面停止该业务。光刻胶以及其配 套试剂占比持续

提高，2023 年占营收比例 99.27%。

调整产品结构后，2020-2022 年毛利率连续两年增长。从

盈利能力角度去看， 2020-2022 年公司逐步加大高毛利率的光

刻胶产品占比，毛利率从 23.30%增长至 39.68%。2023 年受上

游原材料价格大幅增长影响，毛利率出现下滑，其中毛利率和 

归母净利率分别为 34.22%和 10.71%。

公司积极开拓客户，销售费用率和管理费用率呈现增长

趋势。公司持续开拓海 外市场，通过参加展会及销售人员登

门拜访等方式开拓客户，在客户选择方面主要



 以各应用领域内的重点客户为主，在产品推广方面主要

以高品质光刻胶等产品为重 点。2020-2023 年销售费用率和管

理费用率总体呈现增长趋势，其中 2023 年销售费 用率、管理

费用率和财务费用率分别为 3.55%、6.90%和-0.04%。

公司重视研发，研发费用和费用率持续增长。2020-2023 

年公司研发费用率分别 为 4%、4.59%、11.16%和 11.71%，呈

现稳步增长趋势，其中 2023 年研发费用为 2883.84 万元，同

比增长 14.43%。

2、 制程提升+晶圆厂建设加速+，光刻胶需求复苏

2.1、 芯片制程提升，带动光刻胶用量增长

光刻胶是利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等工艺将

所需要的微细图形从掩 模板转移到待加工基片上的图形转移

介质。其中曝光是通过紫外光、电子束、准分 子激光束、X 

射线、离子束等曝光源的照射或辐射，使光刻胶的溶解度发生

变化。 光刻胶主要用于微电子领域的精细线路图形加工，是

微制造领域最为关键的材料之 一。

光刻胶按应用领域分类可分为 PCB 光刻胶、LCD 光刻胶

、半导体光刻胶三大 类。其中 PCB 光刻胶的技术难度相对较

低，半导体光刻胶的技术壁垒最高。 PCB 光刻胶：是指印制

电路板制造过程的关键材料，主要分为干膜光刻胶、湿 膜光

刻胶和阻焊油墨。其中，干膜光刻胶被广泛应用在 PCB



 制造过程中。在加热加 压的条件下将干膜光刻胶压合在

覆铜板上，通过曝光、显影将底片(掩膜板或阴图底 版)上的电

路图形复制到干膜光刻胶上再利用干膜光刻胶的抗蚀刻性能，

对覆铜板进 行蚀刻加工，最终形成印制电路板的精细铜线路

。 LCD 光刻胶：是平板显示行业中使用的一种光刻胶，一种

对光敏感的混合液体，是微电子技术中微细图形加工的关键材

料。它由光引发剂(光增感剂、光致产酸剂)、 光刻胶树脂、溶

材料剂、单体(活性稀释剂)和其他助剂组成。主要分为彩色及

黑色光 刻胶、LCD 触摸屏用光刻胶 TFT-LCD 正性光刻胶等

。LCD 光刻胶主要用于波晶显 示器的生产过程中，用于制造

液晶显示器的透明电极和非透明电极。 半导体光刻胶：是一

种对光敏感的混合液体，是微电子技术中微细图形加工的 关

键材料。它主要用于半导体品圆制造过程中，用于制造液晶显

示器的透明电极和 非透明电极。目前，半导体光刻胶一般按

照曝光波长进行分类:G 线、I 线、KrF、ArF、 ArFi、EUV。

不同曝光波长的光刻胶，其适用的光刻极限分辨率不同，波长

越小， 加工分辨率越佳。 光刻胶配套试剂：主要是由基础化

工原料（包括 N-甲基吡咯烷酮、醋酸丁酯、 四甲基氢氧化铵

、石油醚、正庚烷等）调配制造的产品，包括显影液、剥离液

、增



 粘剂、边胶剂等，与光刻胶配套使用。因此同光刻胶应

用范围相同，主要应用于显 示面板、集成电路和半导体分立

器件等细微图形加工作业。

全球光刻胶市场空间广阔，未来发展潜力大。根据 

Reportlinker 数据，全球光 刻胶市场预计 2019-2026 年复合年

增长率有望达到 6.3%，至 2023 年突破 100 亿美元， 到 2026 

年超过 120 亿美元。 中国光刻胶市场的增长速度超过了全球

平均水平。根据数据， 2021 年中国光刻胶市场达 93.3 亿元，

2016-2021 年均复合增长率为 11.9%，2021 年 同比增长 11.7%

，高于同期全球光刻胶增速 5.75%。随着未来 PCB、显示面板

和半导 体产业持续向中国转移，中国光刻胶市场有望不断扩

大，占全球光刻胶市场比例也 将持续提升，预计到 2026 年占

比有望从 2019 年的 15%左右提升到 19.3%。



全球半导体光刻胶市场规模预计将在 2024 年反弹，同比

增长 7%。根据 TECHCET 数据，预计 2022-2027 年的全球光

刻胶市场规模复合年增长率(CAGR)为 4.1%。TECHCET 指出

，受先进逻辑工艺与存储器等新技术驱动，增长最快的细分领 

域为 EUV 和 KrF 光刻胶。此外，用于成熟制程（如 i、g 和 

KrF/248nm）的光刻胶 材料也将继续推动市场增长。随着三星

、台积电和英特尔等公司的部分工艺制程从 ArF 和 ArFi 转向 

ArFi 和 EUV 组合，预计美光和 SK 海力士也将紧随其后，

EUV 光 刻胶产量不断爬升。



全球半导体制程向着更先进、更精细化方向发展。根据 

IC Insights 的统计和预 测，在 2019 年，10nm 以下先进制程的

市占率仅为 4.4%，而到 2024 年，其比例将 增长到 30%。在

该时间段内，10nm-20nm 制程的市占率将从 38.8%，下降到 

26.2%； 20nm-40nm 制程的市占率将从 13.4%，下降到 6.7%

；预计到 2024 年，10nm 以下的 先进制程的市占率将达到 

30%左右。

半导体光刻工艺和制程提升驱动各半导体光刻胶需求增

长。 KrF 光刻胶：目前，KrF 光刻胶广泛应用于 0.25um 及以

下各制程。同时，在 NAND 闪存从 2D 平面结构转为 3D 堆叠

构架的过程中，厚膜 KrF 光刻胶大量使用于 3D NAND 堆叠架

构的制作上。随着 5G、云计算、人工智能时代的来临，对大

数据 存储的急剧需求，使得 3D NAND 堆叠层数迅速增加，

KrF 光刻胶的使用量也将大幅 提升。根据 CFM 闪存市场数据

，三星 2021 年量产的第七代 3D NAND 堆叠至 176 层，采用

双堆叠制程；2022 年 11 月，三星宣布量产全球最高容量 1Tb 

TLC 第八代 3D NAND，虽未公开具体堆叠层数，但业界推测

可能为 236 层；至于第九代 3D NAND 预计将在 2024 年推出

，业界预计达 280 层，第十代 3D NAND 将跳过 300 层区间， 

达 430 层，预计将于 2025-2026 年推出。 ArF 光刻胶：在浸润

式光刻系统、负显影工艺、多重光刻工艺等新技术、新工
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